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ARAHAN KEPADA CALON:
Slla pasttkan bahawa kertas peperlksaan lnl mengandungl 5 muka surat
bercetak dan (ENAMX6) soalan sebelum anda memulakan peperlksaan tnt.
Jawab LIIvIA (5) soalan.
Anda boleh membuat anggapan tentang data-data tambahan, Jlka perlu.
Agthan markah bagl settap soalan dtbertkan dl sut sebelah kanan sebagat
peratusan dartpada markah keseluruhan yang dtperuntukkan bagl soalan
berkenaan.
Jawab kesemua soalan dalam Bahasa Malaysla.
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l. (a) Terangkan bagalmana suatu translstor MOS boleh dtgunakan
sebagat suatu suls dalam lltar-lttar logtk. Dengan lnt, tunJulckan
bagatmana untuk melaksanakan suatu litar penyongsang.
(2@/o')
(b) Dengan menggunakan suls-suls MOS, huratkan bagafnana untuk
melaksanakan fungsl-fungsf loglk dl bawah:
A+B, A.B dan A.B
TullskanJadual-Jadual kebenaran untuk tlap-ttap fun$sl dl atas.
(6W/ol
(c) Dengan menggunakan tranststor-transistor nMOS dan pMOS '
bagaimanakah anda akan melaksanakan get maJmuk
(compound gate) berlkut:
F=(A+B+C).D
TultskanJadual kebenaran yang sepadan dan peta Karnaugh.
(2U/o)
2. (a) Dengan menggunakan suatu raJah yang boleh memberlkan
gambaran. terangkan blnaan suatu transistor nMOS. Apakah ttu
laplsan penyongsangan (lnverston layer) ?.
Sambungkan batert-baterl AT dalam litar tranststor nMOS dan
dengan lnl dapatkan clri-clrl I - V nya.
(30% )
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(b) Luklskan dengan kemas raJah-raJah berlabel untuk menerangkan
proses telaga - p bagt membtktn (fabrtcatxeg) suatu penyongsang
CMOS. TunJukkan hanya pandangan slsl dt dalam
gambaral ah-gambaral ah anda.
(4U/6)
(c) Terangkan "selak - atas" 0atch - up) dl dalam get CMOS. Luldskan
raJah-raJah berlabel. Mengapakah selak - atas tldak dtkehendakl?.
(30% )
(a) Bagt rekabentuk CMOS, terangkan aturan mlhron, (mlcron rules).
aturan lambda dan aturan a - B. Untuk suatu lttar MOS yang
ttptkal, nyatakan nllat-ntlal aturan lambda.
{4oo/o)
(b) Apakah yang dlmaksudkan dengan perwaktlan laplsan {layer
representatlon) dt dalam rekabentuk lltar CMOS? Apakah
kebalkan-kebalkannya ?
(2W/ol
(c) Terangkan penskalaan medan malar terttb-pertama (flrst - order
constant fleld scallng) untuk suatu translstor MOS. Apa yang
menentukan had bawah untuk penskalaan menurun (scalfing down)
secara praktlk?.
@U/ol
-3-
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4. (a) Lulrclskan gambaraJah lttar suatu penyongsang transistor nMOS
dengan menggunakan satu transistor tarik - bawah (pull - down
translstor) dan satu rintangan tarlk - atas (pull - up reslstor).
Terangkan operastnya dan terbitkan satu keadaan untuk nllal
rtntangan tarlk - atas.
. 
(500/6)
(b) Terangkan "translstor kunln$" (yellow translstor)'
(30q6)
(c) Huralkan kendallan dan penggunaan suatu translstor laluan
(pass tranststor).
(2@/ol
S. (a) Huratkan tatasusunan logtk boleh aturcara (Programmable Iogtk
' Array , PLA) secara am. Berikan satu pelan lantal (floor plan).
(3006)
(b) Apakah yang lazlm dlgunakan untuk "gambaraJah lldt"
(suck dtagram). Luktskan gambaraJah ltdl suatu penyongsang
CMOS.
(30e6)
(c) Dengan menggunakan Pl,A, kembangkan (develop) satu gambaraJah
logtk untuk aturcara bagl fungsl-fungst bertkut-
4 = ab+ abc
zt=nb
dan 23=a+bc
(4@/dt
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6. Tullskan nota rlngkas bagt mana-mana DUA dart berlkut:
(a) Penghastlan wafer-wafer sllikon darl bahan-bahan mentah.
(5U/ol
" tb) Rlntangan keptng (sheet reslstance) : takrlfan. ukuran dan
kegunaan dalam rekabentuk lttar.
(c) CMOSslllkon- dlatas - penebat3 -D (3 - DSlltcon- onlnsulator):
blnaan dan pemencllan parlt (trench tsolatlon) (gambaraJah
bentangan, label dan kepentlngan dalam pemblklnan lttar).
(5O%o)
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